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近年、Auナノギャップの応用として、様々な分子をギャップ間に配置した単分子系デバイスが

注目を集めている[1, 2]。これらのデバイスの作製には、数 nm程度の間隔まで接近した Auナノギ

ャップ電極が必要であり、様々なナノギャップの作製手法が報告されている。我々はその作製手

法の一つとして、電界放射電流を数十 nm 級のナノギャップに通電させ、原子の移動を誘起させ

ることによりナノギャップの狭窄化を行う電界放射電流誘起型エレクトロマイグレーション(ア

クティベーション)法を検討している。これまで、本手法を用いて Ni ナノギャップのトンネル抵

抗の制御を行ってきた[3-5]。そこで今回は、本手法を Auナノギャップに対して真空下で適用し、

トンネル抵抗の制御およびギャップの狭窄化を検討した。 

はじめに、電子線リソグラフィーを用いて初期ギャップ幅が数十 nm 程度の Ni および Au のナ

ノギャップ電極をそれぞれ作製した。作製したナノギャップに対し、室温・真空下で、設定電流

Is = 1 nA ~ 数 μAまで順次増加させて本手法を適用した。図 1に本手法を設定電流 Isごとに適用し

た後の Niおよび Auナノギャップ電極のトンネル抵抗を示す。図から、設定電流 Is = 300 nA 付近

よりそれぞれのトンネル抵抗が同様に減少していることが確認できる。このトンネル抵抗特性は、

従来、Ni ナノギャップにおいて観測されていた[3-5]。今回、Au ナノギャップにおいても、設定

電流 Isを更新することで、絶縁領域(Insulating Region)からトンネル電流が支配的な領域(Tunneling 

Region)に電気的特性が遷移し、ギャップ幅が徐々に狭窄化していると考えられる。以上より、本

手法は Niナノギャップと同様に Auナノギャップにおいてもトンネル抵抗の制御が可能であるこ

とが明らかとなった。  
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Fig. 1 Tunnel resistance R of Ni & Au nanogaps versus preset current Is. 
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